2 Поверхность, пленки, слои
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Развитие технологии спинтроники включает создание диодов с возможностью инжекции спин-поляризованных носителей заряда из ферромагнитного (ФМ) слоя в немагнитный полупроводник [1]. Одним из требований к ФМ слоям является совершенная граница раздела с полупроводником, обеспечивающая наибольшую эффективность спиновой инжекции [2]. В настоящей работе приводятся результаты исследований эпитаксиальных структур MnxGay/GaAs (x≈3, y≈5). Металлический характер проводимости MnxGay обеспечивает возможность создания диодов, а ферромагнитные свойства делают структуры перспективными для исследований спин-зависимых эффектов.
Структуры изготовлены с помощью двухступенчатого метода эпитаксиального выращивания. Буферный слой GaAs, выращен при температуре 600°С на n-GaAs (001) подложке методом газофазной эпитаксии (ГФЭ) из металл-органических соединений. Затем методом лазерного распыления мишени на основе интерметаллического сплава MnGa при пониженной температуре был выращен ферромагнитный слой. Проведены исследования кристаллической структуры и состава образца с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100F с энергодисперсионным детектором X-Max. Ферромагнитные свойства слоёв MnxGay изучались на магнетометре с переменным градиентом поля [3].
Исследования атомной структуры показали, что сформированный слой MnxGay состоит из двух фаз с отличающейся атомной структурой. Обе фазы демонстрируют строгое упорядочение атомной структуры по отношению к GaAs подложке и согласование атомных слоёв GaAs и осаждённого материала. Расшифровка электронографических изображений показала, что обе фазы являются квазикристаллами с составом аппроксиманта Mn3Ga5 и Mn2Ga5. Исследование намагниченности показало, что для сформированного слоя характерно ферромагнитное упорядочение при комнатной температуре.
Таким образом, были сформированы и исследованы эпитаксиальные слои ферромагнитных квазикристаллов на поверхности GaAs. Высокое совершенство границы раздела квазикристалл/GaAs делает изготовленные структуры перспективными для исследования эффектов спиновой инжекции.
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